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図１．陽極化成中（試料Ａ）および陽極化

成後（試料Ｂ）の直線偏光照射の比較 

【はじめに】前回[1]，ｎ型基板を直線偏光照射下で陽極化成することにより，照射光の偏光方

向と同じ方向に異方性を示す発光が観測されることを報告した．この挙動は Polisski らの報告

[2]と全く逆であるため，さらに詳細な検討が必要である．今回はｐ型基板を使用し，直線偏光

照射を陽極化成中と陽極化成終了後に行った場合について比較したので，その結果を報告する． 

【実験方法】ｐ型(100) 0.01～0.02Ωcm の Si 基板を 55%HF:エタノール＝1:3 の溶液中，30mA/cm2

で 30 分間陽極化成した．直線偏光照射は，陽極化成中（試料Ａ）もしくは陽極化成後（試料Ｂ）

に 30 分間行った．どちらの試料も前回同様，発光の安定化のための陽極酸化を行っている． 

【結果と検討】発光エネルギー1.6eV での測定結果を図１に示す．陽極化成中に直線偏光照射を

行った試料（Ａ）において，前回のｎ型と同様，偏光方向と同じ方向に偏光保存度の極大を有す

る異方性が確認された．ところが，陽極化成後に直線偏光照射を行った試料（Ｂ）には異方性は

見られない．この結果は Polisski ら[2]の光化学エッチングのモデルでは説明できない． 

【参考文献】[1]小山，第 62 回応用物理学会学術講演会 11p-P3-16 (to be published in Appl. 

Phys. Lett., Feb. 2002). [2] G. Polisski et al., Appl. Phys. Lett. 70, 1116 (1997). 


